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摘 要

本文將探討以TLP、HBM、MM量測儀器分析藍光LED抗ESD能力之研究，並針對其故障模式做分析，最後提供一些因應

對策。氮化鎵（GaN）和碳化矽（Sic）等化合物半導體是目前藍光發光二極體（Light emitting diode，LED）及藍光雷射

二極體（Laser diode，LD）最具開發價值的族群，但是在製造後卻也面臨許多的挑戰，其中對靜電放電（ESD）非常敏感

，也就是說其LED在TLP、HBM、MM之 ESD模式下逆偏通常只有非常低的抗ESD能力。本文以藍光LED對TLP、HBM

、MM等測試作為對照，用來驗證ESD的結果是否符合以理論所推導出的TLP、HBM、MM關係，也利用光學顯微鏡，進

行失效位置的觀察分析。在這些改善ESD製程中探討LED之ESD問題進而影響到藍光LED的ESD破壞成為遭受ESD破壞的

來源造成元件的故障。所以靜電放電(Electrostatic Discharge, ESD)在電子產品良率及可靠度上扮演相當重要的角色。目前為

了防護ESD對元件或IC的破壞，第一是提升元件本身對ESD防護的能力，也就是ESD保護元件及電路的設計。第二是加強

製造、封裝、測試、組裝、及運輸等環境的靜電放電防制，減少靜電源的產生，此類相關ESDC文件規範可參考ESD

Association Standard ANSI/ESD S20.20-1999。

關鍵詞 : 靜電放電(Electrostatic Discharge、ESD)、傳輸線觸波產生器（Transmission Line Pulse、TLP）、人體模型(Human

Body Model、HBM)、機器模型(Machine Model、MM)。
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